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Одним из привлекательных направлений развития современной полупроводниковой фотоэлектроники является создание фотоприемных устройств УФ-диапазона, в особенности чувствительных в солнечно-слепом спектральном диапазоне. Последний интересен тем, что фоновое излучение в этой спектральной области практически полностью отсутствует из-за поглощения излучения Солнца озоновым слоем Земли. Среди возможных материалов, обеспечивающих чувствительность в рассматриваемом диапазоне, в последнее время все активнее исследуются широкозонные полупроводники III-N и твердые растворы на их основе.
В данной работе затронуты вопросы формирования фотоприемных гетероструктур на основе III-N и связь их параметров с приборными характеристиками. В качестве метода получения нитридных эпитаксиальных гетероструктур фотоэлектронного назначения использовалась МОС-гидридная эпитаксия. Большая гибкость в выборе исходных материалов, широкий диапазон варьирования параметров роста, возможность проведения in situ контроля процесса роста в реальном времени, хорошая масштабируемость процесса роста для увеличения количества одновременно обрабатываемых пластин, снижение себестоимости единицы продукции делают этот метод привлекательным для создания гетероструктур с перспективой промышленного освоения.
Рассмотрены особенности процесса получения AlN и AlGaN на подложках сапфира в условиях МОС-гидридной эпитаксии. Представлены результаты оптимизации процесса роста гетероструктур GaN/AlN для УФ-фотоприемников. Показано влияние параметров гетероструктур на выходные приборные характеристики.
Изучены вопросы получения гетероструктур GaN/AlGaN для p-i-n фотодиодов и диодов с барьером Шоттки УФ спектрального диапазона. Представлены результаты создания гетероструктур для матричных фотоприемников рассматриваемого спектрального диапазона. Предложены подходы по повышению качества гетероструктур с учетом специфики приборного применения. Обсуждены характеристики указанных приборов.

